
化合物半導体検出器 

CdTe, CdZnTe, ダイヤモンド， InSb 



種々の半導体のw値 



CdTe，CdZnTe半導体の特徴 
• 原子番号，密度が大きい  光子測定に有利 

• エネルギーギャップ 大  室温で測定可 
エネルギー分解能はそこそこ 

• 移動度 小さい 特に正孔 
• 格子欠陥 多い  CdTeで分極 CZTはOK 
• 結晶 小さい Z,ρが大きいのでOK? 
• 市販品あり エネルギー分解能の問題 

– Frisch gridを用いて改良 
– 高性能ショットキー接合の報告あり まだ問題が 

 

このイメージは、現在表示できません。



CdTe検出器の電荷収集特性 



CdTe検出器による測定エネルギー
スペクトルの時間変化 
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ダイヤモンド検出器 

• バンドギャップ 5.6eV 
• 高温での使用 可 



InSb半導体の特長 

• 原子番号，密度 大 
• バンドギャップ 0.165eV 

– 60eV@6keV Siの2倍の分解能 
– 冷却が必要 

• 移動度 大 他の10倍 
• 結晶 ホール素子用 

– 不純物が多い 
 
 
 



InSb検出器の電流-電圧特性 
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TlBr検出器 

Tl K-吸収端 85.5 keV 
  L-吸収端  15.3 keV 



様々な用途の半導体検出器 1 
• 電子雪崩検出器  低エネルギー放射線 

– 微少信号の検出  
– 早い応答速度 



様々な用途の半導体検出器 2 
• 位置敏感型検出器 



極低温検出器 
 

• なぜ極低温を利用するか 
– 高エネルギー分解能  熱雑音 

• 超伝導体検出器 
– 超伝導体-絶縁体-超伝導体接合 
– 常伝導体-絶縁体-超伝導体接合 
– 超伝導遷移端センサー 

 
• 誘電率変化検出器 



超伝導体検出器 1 
超伝導体-絶縁体-超伝導体接合検出器 



超伝導体検出器 2 
 

 
常伝導体-絶縁体-超伝導体接合検出器 



超伝導体検出器 3 
• 超伝導遷移端センサー 

R 

T 

常伝導 

X線吸収 フィードバック 

R
VP

2

= 21TCE ∝∆
C:吸収体の熱容量 



イメージング 

• 医療応用 レントゲン写真，CT，PET 
• 物質科学  X線回折，中性子回折  

 
• 方法 その場測定，その後測定 

– 小さな検出器を多数配列  
• 半導体検出器，シンチレータ 

– 写真のような形式     
• フィルム，イメージングプレート 



イメージングプレート 
• 蛍光体 BaFBr:Eu2+ 

• 放射線エネルギー   Eu2+ Eu3+ 

• 読み出しレーザー光  Eu3+ Eu2++hν 

• ダイナミックレンジ   
5－8桁 

• 空間分解能      
0.1-0.2mm 

• 主にX線，中性子可 



イメージングプレートの
使用例 



位置敏感型検出器 1 

• 比例計数管 
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位置敏感型検出器 2 
• シンチレーション検出器 

光電子増倍管1 光電子増倍管2 
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位置敏感型検出器 3 

• 半導体検出器 
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